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イオン注入 GaN 電界効果トランジスタの高耐圧化の検討 
 








We demonstrate high breakdown voltage GaN MISFETs made by utilizing self-alignement process using 
ion implantation and precisely controlled Mo gate metal. The fabrication technology is based on MISFET 
process, but specific refined GaN device fabrication technology has been developed. The self-aligned 
structures enable us to reduce source and drain parasitic resistance, which expect to improve in device 
characteristics. Nitrogen ion implantation isolation processes were adopted to fabricate isolation regions 
in GaN MISFETs. MISFET including Resurf region (5×1013/cm2) has maximum break down voltage of 
91 V, and Idss of 0.21 mA/mm. We confirmed results that indicate availability of Resurf region to 
increasing of break down voltage. 





























undoped-GaN 上に、さらに Mg をドープした 1μm の GaN
を成長させた基板を用いた。Mg 濃度は 1×1018/cm3 であ
る。その上に、ゲート絶縁膜および保護膜として、マグ
ネトロンスパッタリング装置にて SiNxを 40nmの厚さで





RESURF 領域を形成するために 28Siイオンを 50keV の加
速エネルギーにてドーズ量 5×1013/cm2,1×1014/cm2 それぞ
れを室温で注入した。次に、28Si イオンを 50keV の加速
エネルギーにてドーズ量 1×1015/cm2を室温で注入し、低
抵抗 n+領域を形成した。活性化熱処理は、窒素雰囲気中
において 1100℃で 2 分間行った。保護膜にはマグネトロ







蒸着装置に低抵抗 Ti/Al を 30nm/200nm の厚さで堆積し、
窒素雰囲気中にて 550℃で 1 分間熱処理を行い、ソース,
ドレイン電極を形成した。[4-8]完成したデバイスの光学
写真を図 2 に示す 
  
 
図 1 MISFET の断面図 
 
 




































  図 3 デバイス間リーク電流測定 
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D r a i n  V o l t a g e [ V ]
L g = 2 u m  W g = 5 0 u m
L r e s f = 1 0 u m
V g s  f r o m  - 5  t o  5
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Lg=2 um , Wg=50 um
Lref=14 um
Vgs from -5 to +5
1V/step
 


















































































Lg=2 um, Wg=50 um
Vd=5 V
Lref=10 um
  図 7 ゲート電圧-ドレイン電流特性（1×1014/cm2） 
 
図 8 にドーズ量 5×1013/cm2と 1×1014/cm2それぞれの耐
電圧を Resurf 長にまとめた。ドーズ量 5×1013/cm2におい
て RESURF 長 40um のとき、耐電圧 91V を確認できた。





























         図 8 リサーフ長依存性 
 
3.結論 
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